СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте

	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

	Место основной  работы - полное наименование организации (с указанием полного почтового адреса, телефона (при наличии), адреса электронной почты (при наличии)), должность, занимаемая им в этой организации (полностью с указанием структурного подразделения)

	Ученая степень (с указанием отрасли наук, шифра и наименования научной специальности, по которой им защищена диссертация в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников)

	Ученое звание 
.

	Каган 

Мирон Соломонович
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук, 

125009 Москва, ГСП-9, Моховая ул., д.11, корп. 7, 
Сайт: www.cplire.ru; тел.: +7 (495) 629 3574; 
факс: +7 (495) 629 3678; e-mail: ire@cplire.ru

заведующий лабораторией электронных процессов в полупроводниковых материалах
kagan@cplire.ru


	Доктор физико- математических наук по специальности 1.3.11. Физика полупроводников
	Старший научный сотрудник

	Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

	1. 
Electronic Transport in InAs/AlSb Superlattices with Electric Domains / I. V. Altukhov, S. E. Dizhur, M. S. Kagan [et al.] // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2022. – Vol. 67. – № 7. – P. 882-883.

2. 
Anomalous Photoresponse of Heavily Doped GaAs/AlAs Superlattices with Electric Domains / I. V. Altukhov, S. E. Dizhur, M. S. Kagan [et al.] // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2021. – Vol. 66. – № 12. – P. 1385-1387.

3. 
Electric field ionization of boron acceptors in single-crystalline diamond / I. V. Altukhov, M. S. Kagan, S. K. Paprotskiy [et al.] // Low Temperature Physics. – 2021. – Vol. 47. – № 1. – P. 75-78.

4. 
The Frenkel–Poole Effect in the Ionization of an Acceptor Impurity of Boron in Diamond in a Strong Electric Field / I. V. Altukhov, M. S. Kagan, S. K. Paprotskii [et al.] // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2020. – Vol. 65. – № 11. – P. 1336-1338.

5. 
Conductivity of superlattices GaAs/AlAs with electrical domains / I. V Altukhov, S. E. Dizhur, M. S. Kagan [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 475. – P. 012032.

6. 
Features of Tunneling Current in Superlattices with Electrical Domains / S. K. Paprotskiy, I. V. Altukhov, M. S. Kagan [et al.] // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2019. – Vol. 64. – № 10. – P. 1140-1143.

7. 
Diamond Diode Structures Based on Homoepitaxial Films / N. B. Rodionov, A. F. Pal’, A. P. Bol’shakov [et al.] // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2018. – Vol. 63. – № 7. – P. 828-834.

8. 
Transport in Short-Period GaAs/AlAs Superlattices with Electric Domains / I. V. Altukhov, S. E. Dizhur, M. S. Kagan [et al.] // Semiconductors. – 2018. – Vol. 52. – № 4. – P. 473-477.


